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B : Base
C : Collecteur
E : Emetteur

ey | Fonctomement

Le transistor est un composant a semi-conducteur
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Transistor TS

Transistor Ts

Kdab [ Fonctionnement
11 peut étre : i Saturé : j

Transistor TS




e | Fonctomnement

11 peut étre : \7 Bloqué : |

JC

e | Fonctomnement

11 peut étre : [Iin fonctionnement linéaire :
— c
yr
_ ///// C
@ l Ie =PIy
E

‘ Constante amplification en courant

IB
E
Transistor TS
o . .
Wgab Fonctionnement : Jonction Base-Emetteur
Iy
A
I; B
Iy B
Ve
/ .
e Vig
E ]
Transistor TS
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C’est la partie commandée par la base
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C’est la partie commandée par la base
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C’est la partie commandée par la base

I Jusqu’a ce que le circuit coté
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jonction CE arrive a saturation.
I ne peut plus augmenter :
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Jonction B-E passante ; Transistor passant (linéaire)
Ic=B.Ib
Ic 0_mA
Ib 0_ 10pA
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Fonctionnement : Essai ‘

Jonction B-E bloquée ; IB = 0 ; Transistor bloqué
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Fonctionnement : Essai ‘

Jonction B-E passante ; Transistor passant (linéaire)
Ic=pB.Ib

Ic
Ib
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Jonction B-E passante ; Transistor passant (linéaire)
Ic=B.Ib
Ic 0_mA
Ib 0_ 10pA
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Fonctionnement : Essai ‘

Jonction B-E passante ; Transistor passant (linéaire)
Ic=pB.Ib
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Fonctionnement : Essai ‘

Jonction B-E passante ; Transistor passant (satur¢)

Ic = Iesat (il ne peut plus augmenter)
Ic 0_IIIA
Ib q()m: 10pA
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Wgab Fonctionnement : Essai ‘

Jonction B-E passante ; Transistor passant (saturé)
Ic = Iesat (il ne peut plus augmenter)

Ic 0_mA
Ib qomlouA

KJ&p

Fonctionnement : Essai ‘

Jonction B-E passante ; Transistor passant (satur¢)

Ic = Iesat (il ne peut plus augmenter)
Ic 0_IIIA
Ib q()m: 10pA
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Le transistor est soit saturé
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WJ=b ‘ Fonction : Commutation

Ve=0
Ib=0
Transistor bloqué
Ic=0
Vcee = Vce
Charge non alimentée
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WJ=b ‘ Fonction : Commutation

WJ=b ‘ Fonction : Commutation

Ve=0

Ib=0
Transistor bloqué

Ic=0
I;=0 Vce = Vee
Charge non alimentée
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Ve=5V
Ib > Ibsat
Transistof saturé

Ibsat = Icsat/P

WJ=b ‘ Fonction : Commutation

Ve=5V
Ib > Ibsat
Transistof saturé

I>Ibsat JSg

Ibsat = Icsat/P
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Et pour un PNP :
Ve =Vcc
Ib=0
Transistor bloqué
Ic=0
Vce =-Vcc

Charge non alimentée
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Et pour un PNP :

Ve=0V
Ib > Ibsat
Transistof saturé
Ic = Icsat #-Vce/Re
Vce 7 Vcesat
Chargg¢ alimentée

Ibsat = Icsat/B
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Caractéristiques de transfert

Transistor saturé

Ib(pA)

Ic(mA)

Droite de charge
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Coté Jonction B-E :

Be2s7, Bo2vm

‘ VBE

‘ base-emitter voltage
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hre DC current gain lg=0.1mA; Vgp =5V, seeFig.2 |- 250 |-
hre DC current gain lc=2mA; Vg =5V, see Fig.2
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Transistor saturé réel
Vpsat

Vg | collector-emitier saturation voltage | Ig = 100 mA; Iz = 5 mA; note 1 - 600 |mV
VBEsat base-emitter safuration voltage lc =100 mA; lg=5mA - 1200 |mV
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Paramétres temporels
SWITCHING CHARACTERISTICS
Delay Time (Vg =30 Ve, VBE(D = -2.0Vde, g 10 ns
Rise Time ¢ =150 mAde, lg1 = 15 mAde) (Figure 1) i 2% s
Storage Time: (Vg = 30 Ve, I = 150 mAde, ts 226 ns
Zlen=15 !
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Transistors
petits signaux :

Boitier TO18 / Boitier TO92 / Boitier TO39
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Transistors de puissance :

Boitier TO126 / Boitier TO220 / Boitier TO3
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Semi-
Syeme_lle conducteur
métallique -

Age >
Boitier La broche centrale est reliée a la
T0220 semelle métallique
Vue interne Vue en coupe
Transistor s




